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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の光信号を入力又は出力する複数の光入出力部を有する光入出力面、及び前記光入
出力面と反対側に実装面を有する面型の光素子と、
　前記複数の光入出力部と一端に形成した反射面を介して個別に光結合し、横断面上の少
なくとも１つの対称軸に対して対称かつ同心円上に配置された複数のコアを有するマルチ
コア光ファイバとを備え、
　前記複数のコアは、前記光入出力部とこれに対応する前記コアとを結ぶ光路が他の前記
コアを通らないように前記光入出力面に対して前記対称軸を傾けて配置された光送受信装
置。
【請求項２】
　前記光素子は、面発光型半導体レーザである請求項１に記載の光送受信装置。
【請求項３】
　複数の光信号を出力する複数の光出力部を有する光出力面、及び前記光出力面と反対側
に実装面を有する面型の発光素子と、
　複数の光信号を入力する複数の光入力部を有する光入力面、及び前記光入力面と反対側
に実装面を有する面型の受光素子と、
　前記複数の光出力部と一端に形成した反射面、及び前記複数の光入力部と他端に形成し
た反射面を介して個別に光結合し、横断面上の少なくとも１つの対称軸に対して対称かつ
同心円上に配置された複数のコアを有するマルチコア光ファイバとを備え、
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　前記複数のコアは、前記光出力部及び前記光入力部とこれらに対応する前記コアとを結
ぶそれぞれの光路が他の前記コアを通らないように前記光出力面及び前記光入力面に対し
て前記対称軸を傾けて配置された光伝送システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光送受信装置及び光伝送システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　伝送される情報量の増加に伴い、高速大容量伝送が可能な光ファイバを用いた光伝送が
主流になってきている。その中で、さらに信号密度を向上させるため、１本のファイバ内
に複数のコアを有するマルチコア光ファイバが開発されており、今後、情報伝送の主流に
なると考えられている。
【０００３】
　一方、低背化のため、Ｍ列×Ｎ行の発光素子を面内に有する面型の発光素子アレイと、
Ｍ列×Ｎ段のコアを有する多段光導波路アレイと、多段光導波路アレイのＭ列×Ｎ行の発
光素子に対応する位置に設けられたＭ×Ｎ個のミラーとを備えた光導波路の接続構造が提
案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２１２６８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、複数のコアが階層的に配置された光伝送路を用いた構成において、光
信号が他のコアを透過せずに光素子とコアとを光結合するようにした光送受信装置及び光
伝送システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様として、以下の光送受信装置、光伝送システム及びマルチコア光ファイ
バを提供する。
【０００７】
［１］複数の光信号を入力又は出力する複数の光入出力部を有する光入出力面、及び前記
光入出力面と反対側に実装面を有する面型の光素子と、前記複数の光入出力部と一端に形
成した反射面を介して個別に光結合し、横断面上の少なくとも１つの対称軸に対して対称
かつ同心円上に配置された複数のコアを有するマルチコア光ファイバとを備え、前記複数
のコアは、前記光入出力部とこれに対応する前記コアとを結ぶ光路が他の前記コアを通ら
ないように前記光入出力面に対して前記対称軸を傾けて配置された光送受信装置。
［２］前記光素子は、面発光型半導体レーザである前記［１］に記載の光送受信装置。
【０００８】
［３］複数の光信号を出力する複数の光出力部を有する光出力面、及び前記光出力面と反
対側に実装面を有する面型の発光素子と、複数の光信号を入力する複数の光入力部を有す
る光入力面、及び前記光入力面と反対側に実装面を有する面型の受光素子と、前記複数の
光出力部と一端に形成した反射面、及び前記複数の光入力部と他端に形成した反射面を介
して個別に光結合し、横断面上の少なくとも１つの対称軸に対して対称かつ同心円上に配
置された複数のコアを有するマルチコア光ファイバとを備え、前記複数のコアは、前記光
出力部及び前記光入力部とこれらに対応する前記コアとを結ぶそれぞれの光路が他の前記
コアを通らないように前記光出力面及び前記光入力面に対して前記対称軸を傾けて配置さ
れた光伝送システム。
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【０００９】
［６］横断面上の少なくとも１つの対称軸に対して対称かつ同心円上に配置されて光信号
を伝送する複数のコアと、前記複数のコアの周囲に形成され、前記コアの屈折率よりも低
い屈折率を有するクラッドと、前記対称軸と交差する軸に対して傾斜して前記光信号を反
射する反射面とを備えたマルチコア光ファイバ。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１、３に係る発明によれば、複数のコアが階層的に配置された光伝送路を用いた
構成において、光信号が他のコアを透過せずに光素子とコアとを光結合することができる
。
　請求項２に係る発明によれば、光入出力部の高密度化が他の種類の発光素子よりも可能
になる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の第１の実施の形態に係る光伝送システムの概略の構成例を示す
正面図である。
【図２】図２は、図１のＡ方向矢視図である。
【図３】図３は、面発光型半導体レーザの平面図である。
【図４】図４は、図３のＢ－Ｂ線断面図である。
【図５】図５は、図１のＣ方向矢視図である。
【図６】図６は、受光素子の平面図である。
【図７】図７は、本発明の第２の実施の形態に係る送信装置の構成例を示す図である。
【図８】図８は、本発明の第３の実施の形態に係る送信装置の構成例を示し、（ａ）は、
正面図、（ｂ）は、（ａ）のＤ方向矢視図、（ｃ）は、平面図である。
【図９】図９は、実施例を示し、（ａ）は正六角形の中心と頂点にコアを配置した場合の
マルチコア光ファイバの断面図、（ｂ）はマルチコア光ファイバの対称軸の垂直軸からの
回転角θとコア中心Ｐ１～Ｐ７の水平方向の位置（位置情報Ｘ）との関係を示す図、（ｃ
）は回転角θとコア中心間の距離を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。なお、各図中、実質的に
同一の機能を有する構成要素については、同一の符号を付してその重複した説明を省略す
る。
【００１３】
［第１の実施の形態］
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る光伝送システムの概略の構成例を示す正面図
である。図２は、図１のＡ方向矢視図である。図３は、面発光型半導体レーザの平面図、
図４は、図３のＢ－Ｂ線断面図である。図５は、図１のＣ方向矢視図、図６は、受光素子
の平面図である。
【００１４】
　この光伝送システム１は、図１に示すように、複数の光信号を送信する送信装置２と、
送信装置２から送信された複数の光信号を伝送するマルチコア光ファイバ３と、マルチコ
ア光ファイバ３によって伝送された複数の光信号を受信する受信装置４とを備える。ここ
で、送信装置２及び受信装置４は、それぞれ光送受信装置の一例である。マルチコア光フ
ァイバ３は、光伝送路の一例である。光伝送路としては、光導波路でもよい。
【００１５】
　送信装置２は、面発光型半導体レーザ２０と、マルチコア光ファイバ３の光信号の入射
側の端部を支持する支持部材２１と、面発光型半導体レーザ２０、支持部材２１、及び面
発光型半導体レーザ２０を駆動する図示しない駆動回路が実装された回路基板２２とを備
える。面発光型半導体レーザ２０は、面型の光素子の一例である。支持部材２１は、マル
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チコア光ファイバ３の周面を受ける曲面状の受面２１ａを有する。
【００１６】
　受信装置４は、受光素子４０と、マルチコア光ファイバ３の光信号の出射側の端部を支
持する支持部材４１と、受光素子４０、支持部材４１、及び受光素子４０の出力信号を増
幅する図示しない増幅回路が実装された回路基板４２とを備える。受光素子４０は、面型
の光素子の一例である。支持部材４１は、マルチコア光ファイバ３の周面を受ける曲面状
の受面４１ａを有する。
【００１７】
（マルチコア光ファイバ）
　マルチコア光ファイバ３は、図２に示すように、複数のコア３０ａ～３０ｇ（これらを
総称するときはコア３０ともいう。）が面発光型半導体レーザ２０の光出力面２０ａに対
して階層的に配置されている。具体的には、マルチコア光ファイバ３は、中心軸線３ａ上
に配置されたコア３０ａと、中心軸線３ａに対して同心円上に等間隔に配置された複数（
例えば６つ）のコア３０ｂ～３０ｇと、コア３０ａ～３０ｇの周囲に形成され、コア３０
ａ～３０ｇの屈折率よりも低い屈折率を有するクラッド３１とから構成されている。また
、マルチコア光ファイバ３は、図１に示すように、中心軸線３ａに対して４５°に傾斜し
た反射面３２ａ、３２ｂを両端に有する。なお、図１では、３つのコア３０ａ、３０ｄ、
３０ｇのみを図示する。
【００１８】
　マルチコア光ファイバ３の複数のコア３０ａ～３０ｇは、図１及び図２に示すように、
一方の反射面３２ａを介して面発光型半導体レーザ２０の後述する複数の発光部２１０ａ
～２１０ｇ（これらを総称するときは発光部２１０ともいう。）と個別に光結合する。こ
れと同様に、複数のコア３０ａ～３０ｇは、図１及び図５に示すように、他方の反射面３
２ｂを介して受光素子４０の後述する複数の受光部４１０ａ～４１０ｇ（これらを総称す
るときは受光部４１０ともいう。）と個別に光結合する。本実施の形態では、図２におい
て隣り合う発光部２１０間の距離は等しくなるように設定され、図５において隣り合う受
光部４１０間の距離も等しくなるように設定されている。
【００１９】
　マルチコア光ファイバ３の複数のコア３０は、図２及び図５に示すように、発光部２１
０及び受光部４１０とこれに対応するコア３０とを結ぶ光路（光軸）２３、４３が他のコ
ア３０を通らないように配置されている。すなわち、複数のコア３０は、横断面上の少な
くとも１つの対称軸３ｂに対して対称かつ同心円上に配置され、面発光型半導体レーザ２
０の光出力面２０ａあるいは受光素子４０の後述する光入力面４０ａに垂直な垂直軸３ｃ
に対して対称軸３ｂを予め定められた角度θ（例えば、１０°～１２°）傾けて配置され
ている。垂直軸３ｃは、図２及び図５に示すように、対称軸３ｂと交差し、反射面３２ａ
、３２ｂは、図１に示すように垂直軸３ｃに対して４５°傾斜している。
【００２０】
　マルチコア光ファイバ３は、コア３０及びクラッド３１が石英ガラスから形成された石
英ガラス系光ファイバ、コア３０が石英ガラスから形成され、クラッド３１がプラスチッ
クから形成されたポリマークラッド光ファイバ、コア３０及びクラッド３１がプラスチッ
クから形成されたプラスチック光ファイバ等を用いることができる。マルチコア光ファイ
バ３は、シングルモード光ファイバでもマルチモード光ファイバでもよい。なお、クラッ
ド３１の外周に保護層を設けてもよい。
【００２１】
（面発光型半導体レーザ）
　面発光型半導体レーザ２０は、光信号を出力する光出力面２０ａ、及び光出力面２０ａ
と反対側に実装面２０ｂを有する面型の発光素子であり、例えば、図１乃至図３に示すよ
うに、ｎ型ＧａＡｓからなる基板２００と、基板２００の中心に配置されたメサ部による
発光部２１０ａと、基板２００の中心に対して同心円上に配置された複数（例えば６つ）
のメサ部による発光部２１０ｂ～２１０ｇとを備える。また、面発光型半導体レーザ２０
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としては、シングルモード又はマルチモードのレーザ光を出射する発光素子を用いること
ができる。ここで、光出力面２０ａは、光入出力面の一例である。発光部２１０は、光入
出力部又は光出力部の一例である。
【００２２】
　面発光型半導体レーザ２０は、図３に示すように、発光部２１０ａ～２１０ｇの光出力
面側に開口２１５ａを有するｐ側電極２１５が形成され、このｐ側電極２１５から配線パ
ターン２１６Ａ、２１６Ｂを介して電極パッド２１７に至るように導電パターンが形成さ
れている。開口２１５ａは、光信号が出射する出射口となる。
【００２３】
　発光部２１０（２１０ａ～２１０ｇ）は、図４に示すように、基板２００上に、Ａｌｘ

Ｇａ（１－ｘ）Ａｓ多層膜からなるｎ型の下部ＤＢＲ層２１１、ＭＱＷによる活性層２１
２、アパーチャ２１３ａを有する電流狭窄層２１３、ＡｌｘＧａ（１－ｘ）Ａｓ多層膜か
らなるｐ型の上部ＤＢＲ層２１４、開口２１５ａを有するｐ側電極２１５を、この順に形
成して構成されている。面発光型半導体レーザ２０は、基板２００の下面にｎ側電極２３
０が形成されている。電極パッド２１７及びｎ側電極２３０は、支持部材２１の配線パタ
ーンを介して回路基板２２上の駆動回路に接続される。
【００２４】
（受光素子）
　受光素子４０は、光信号を入力する光入力面４０ａ、及び光入力面４０ａと反対側に実
装面４０ｂを有する面型の受光素子であり、例えば、フォトダイオード等を用いることが
できる。この受光素子４０は、図１、図５、図６に示すように、基板４００と、基板４０
０の中心に配置された受光部４１０ａと、基板４００の中心に対して同心円上に配置され
た複数（例えば６つ）の受光部４１０ｂ～４１０ｇとを備える。受光部４１０ａ～４１０
ｇは、本実施の形態では、高速応答性に優れたＧａＡｓ系のＰＩＮフォトダイオードを用
いる。このＰＩＮフォトダイオードは、例えば、ＧａＡｓからなる基板４００上に、ＰＩ
Ｎ接合されたＰ層、Ｉ層及びＮ層と、Ｐ層に接続されたｐ側電極４１１と、Ｎ層に形成さ
れたｎ側電極４１４とを備える。光入力面４０ａは、光入出力面の一例である。受光部４
１０は、光入出力部又は光入力部の一例である。
【００２５】
　受光部４１０には、図６に示すように、開口４１１ａを有するｐ側電極４１１が形成さ
れ、このｐ側電極４１１から配線パターン４１２Ａ、４１２Ｂを介して電極パッド４１３
に至るように導電パターンが形成されている。また、受光部４１０には、ｐ側電極４１１
を囲むようにｎ側電極４１４が形成され、このｎ側電極４１４から配線パターン４１５Ａ
、４１５Ｂを介して電極パッド４１６に至るように導電パターンが形成されている。開口
４１１ａは、光信号が入射する入射口となる。電極パッド４１３、４１６は、支持部材４
１の配線パターンを介して回路基板４２上の増幅回路に接続される。
【００２６】
（第１の実施の形態の動作）
　第１の実施の形態において、送信装置２の駆動回路は、面発光型半導体レーザ２０の各
発光部２１０を駆動して光信号を出力させる。面発光型半導体レーザ２０の各発光部２１
０から出力された光信号は、マルチコア光ファイバ３の他のコア３０を透過せずに対応す
るコア３０に反射面３２ａを介して入射する。コア３０に入射した各光信号は、コア３０
により他端側に伝送され、反射面３２ｂで反射した後、他のコア３０を透過せずに対応す
る受光素子４０の受光部４１０により受光される。光信号を受光した受光部４１０は、光
信号の光量に応じた電気信号を増幅回路に出力する。増幅回路は、受光部４１０から出力
された電気信号を増幅する。
【００２７】
（第１の実施の形態の効果）
　第１の実施の形態によれば、以下の効果を奏する。
（ａ）光信号が他のコアを透過して対応するコアに入射する構成では、他のコアとクラッ
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ド間の屈折率差により屈折や反射が発生し、これが伝送損失、結合損失となる。また、他
のコアに光信号の一部が入射し、クロストーク（ノイズ）の発生原因ともなる。第１の実
施の形態によれば、マルチコア光ファイバ３の対称軸３ｂを垂直軸３ｃに対して傾けるこ
とで、光信号が他のコア３０を透過せずに面発光型半導体レーザ２０の発光部２１０、及
び受光素子４０の受光部４１０とコア３０とを光結合することができる。
（ｂ）面型の発光素子及び面型の受光素子を用いることで、送信装置２及び受信装置４の
低背化が可能になる。
（ｃ）マルチコア光ファイバ３の反射面３２ａ、３２ｂを介してコア３０と光素子が光結
合しているので、プリズムやレンズ等の光学部材を省略することが可能になる。なお、必
要に応じて光学部材を用いてもよい。
【００２８】
［第２の実施の形態］
　図７は、本発明の第２の実施の形態に係る送信装置の構成例を示す図である。本実施の
形態の光伝送システムの送信装置２は、図１の送信装置２においてマルチコア光ファイバ
３の光信号の入射側の反射面３２ａに反射膜３３が形成され、マルチコア光ファイバ３の
光信号の入射側の端部、面発光型半導体レーザ２０及び駆動回路が封止部材５で封止され
ている。本実施の形態の光伝送システムの受信装置４は、図示は省略するが、送信装置２
と同様に、マルチコア光ファイバ３の光信号の出射側の反射面３２ｂに反射膜３３が形成
され、マルチコア光ファイバ３の光信号の出射側の端部、受光素子４０及び増幅回路が封
止部材５で封止されている。
【００２９】
　反射膜３３は、例えば金、アルミニウム等を蒸着することで形成される。これにより、
反射面３２ａ、３２ｂを透過する光が抑制され、反射効率が高まる。
【００３０】
　封止部材５は、マルチコア光ファイバ３のコア３０の屈折率に近い屈折率を有する材料
、例えば透光性を有するエポキシ樹脂、シリコーン樹脂等の絶縁性材料を用いる。これに
より、光素子とマルチコア光ファイバ３の下部と空気との界面の屈折や反射が軽減される
。
【００３１】
［第３の実施の形態］
　図８は、本発明の第３の実施の形態に係る送信装置の構成例を示し、（ａ）は、正面図
、（ｂ）は、（ａ）のＤ方向矢視図、（ｃ）は、平面図である。上記第１及び第２の実施
の形態では、光伝送路としてマルチコア光ファイバを用いたが、第３の実施の形態の光伝
送システムは、光導波路を用いたものであり、他は第１の実施の形態と同様である。以下
、第１の実施の形態と異なる点を中心に説明する。
【００３２】
　光導波路１３は、複数のコア１３０ａ～１３０ｇ（これらを総称するときはコア１３０
ともいう。）が面発光型半導体レーザ１２０の光出力面１２０ａに対して階層的に配置さ
れている。具体的には、光導波路１３は、面発光型半導体レーザ１２０に近い方の第１層
に配置された２つのコア１３０ａ、１３０ｂと、それらの上の第２層に配置された３つの
コア１３０ｃ、１３０ｄ、１３０ｅと、それらの上の第３層に配置された２つのコア１３
０ｆ、１３０ｇと、コア１３０ａ～１３０ｇの周囲に形成され、コア１３０ａ～１３０ｇ
の屈折率よりも低い屈折率を有するクラッド１３１とから構成されている。また、光導波
路１３は、コア１３０の光軸に対して４５°に傾斜した反射面１３２ａを両端（同図では
一方のみを図示）に有する。なお、光導波路１３は、上記実施の形態では第１乃至第３層
にコアを配置したが、２つの層にコアを配置してもよい。
【００３３】
　光導波路１３の複数のコア１３０ａ～１３０ｇは、図８（ｂ）に示すように、反射面１
３２ａを介して面発光型半導体レーザ１２０の複数の発光部１２１０ａ～１２１０ｇ（こ
れらを総称するときは発光部１２１０ともいう。）と個別に光結合する。これと同様に、
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複数のコア１３０ａ～１３０ｇは、図示は省略するが、光導波路１３の他方の反射面を介
して受光素子の複数の受光部と個別に光結合する。
【００３４】
　光導波路１３の複数のコア１３０は、発光部１２１０とこれに対応するコア１３０とを
結ぶ光路２３が他のコア１３０を通らないように水平方向にずれて配置されている。
【００３５】
　本実施の形態の面発光型半導体レーザ１２０は、第１の実施の形態の面発光型半導体レ
ーザ２０とは、発光部１２１０の位置が異なり、他は第１の実施の形態と同様に構成され
ている。図８の（ａ）、（ｂ）中１２０ｂは、実装面である。本実施の形態では、図８（
ｂ）において隣り合う発光部１２１０間の距離は等しくなるように設定されている。
【００３６】
（第３の実施の形態の効果）
　第３の実施の形態によれば、以下の効果を奏する。
（ａ）複数のコア１３０が階層的に配置された光導波路１３を用いた構成において、光信
号が他のコア１３０を透過せずに面発光型半導体レーザ２０の発光部２１０、及び受光素
子４０の受光部４１０とコア１３０とを光結合することができる。
（ｂ）面型の発光素子及び面型の受光素子を用いることで、送信装置及び受信装置の低背
化が可能になる。
【実施例】
【００３７】
　図９は、実施例を示し、（ａ）は正六角形の中心と頂点にコアを配置した場合のマルチ
コア光ファイバの断面図、（ｂ）はマルチコア光ファイバの対称軸の垂直軸からの回転角
θとコア中心Ｐ１～Ｐ７の水平方向の位置（位置情報Ｘ）との関係を示す図、（ｃ）は回
転角θとコア中心間の距離を示す図である。
【００３８】
　本実施例のマルチコア光ファイバは、図９（ａ）に示すように、隣り合うコア中心間の
距離、すなわちＰ４－Ｐ１間、Ｐ４－Ｐ２間、Ｐ４－Ｐ３間、Ｐ４－Ｐ５間、Ｐ４－Ｐ６
間、Ｐ４－Ｐ７間、Ｐ１－Ｐ２間、Ｐ２－Ｐ５間、Ｐ５－Ｐ７間、Ｐ７－Ｐ６間、Ｐ６－
Ｐ３間、Ｐ３－Ｐ１間は、等しい距離となっている。図９（ａ）は、対称軸の垂直軸から
の回転角θが０°の場合を示している。
【００３９】
　図９(ｃ)に示すように、回転角θが約１１°のとき、コア中心間の距離が等しくなるこ
とが分かる。図２及び図５において、発光部２１０及び受光部４１０間の距離が例えば±
５％あるいは±１０％の誤差の範囲で等しくなるように発光部２１０を配置することで、
アライメント誤差が生じても光信号が他のコアを透過せずに対応するコアと光結合するこ
とが可能になる。
【００４０】
［変形例］
　なお、本発明の実施の形態は、上記各実施の形態に限定されるものではなく、本発明の
要旨を変更しない範囲内で種々に変形、実施が可能である。例えば、上記各実施の形態で
は、光伝送路の両端の反射面を対称に設け、光伝送路の下側に光素子を配置したが、光伝
送路の両端の反射面の向きを同一にし、一方の光素子を光伝送路の下側に配置し、他方の
光素子を光伝送路の上側に配置してもよい。
【００４１】
　また、本発明の要旨を変更しない範囲内で、上記各実施の形態の構成要素の一部を省く
ことが可能である。例えば、上記各実施の形態では、光伝送路の両端に反射面を設けたが
一方にのみ設けてもよい。
【００４２】
　また、本発明の要旨を変更しない範囲内で、上記各実施の形態の構成要素を任意に組み
合わせることができる。例えば、第２の実施の形態の反射膜及び封止部材を第３の実施の
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形態に適用してもよい。
【符号の説明】
【００４３】
１　光伝送システム
２　送信装置
３　マルチコア光ファイバ
３ａ　中心軸線
３ｂ　対称軸
３ｃ　垂直軸
４　受信装置
５　封止部材
１３　光導波路
２０　面発光型半導体レーザ
２０ａ　光出力面
２０ｂ  実装面
２１　支持部材
２１ａ　受面
２２　回路基板
２３　光路
３０、３０ａ～３０ｇ　コア
３１　クラッド
３２ａ、３２ｂ　反射面
３３　反射膜
４０　受光素子
４０ａ　光入力面
４０ｂ　実装面
４１　支持部材
４１ａ　受面
４２　回路基板
４３　光路
１２０　面発光型半導体レーザ
１２０ａ　光出力面
１２０ｂ　実装面
１３０、１３０ａ～１３０ｇ　コア
１３１　クラッド
１３２ａ　反射面
２００　基板
２１０、２１０ａ～２１０ｇ　発光部
２１１　下部ＤＢＲ層
２１２　活性層
２１３　電流狭窄層
２１３ａ　アパーチャ
２１４　上部ＤＢＲ層
２１５　ｐ側電極
２１５ａ　開口
２１６Ａ、２１６Ｂ　配線パターン
２１７　電極パッド
２３０　ｎ側電極
４００　基板
４１０、４１０ａ～４１０ｇ　受光部



(9) JP 5867336 B2 2016.2.24

４１１　ｐ側電極
４１１ａ　開口
４１２Ａ、４１２Ｂ　配線パターン
４１３　電極パッド
４１４　ｎ側電極
４１５Ａ、４１５Ｂ　配線パターン
４１６　電極パッド
１２１０、１２１０ａ～１２１０ｇ　発光部

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】
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